Dans le cas d’un transistor MOS en technologie Si-bulk ou massif,  on peut constater que les zones dopées (=zones actives) sont directement implantées dans une masse (bulk) de silicium épaisse dénommée « substrat ».

La présence d'un substrat épais en continuité électrique avec les couches superficielles

induit des phénomènes parasites dans celles-ci et les rend sensibles notamment à des

perturbations électriques (par ex. des courants de fuite vers le substrat).
Les courants de fuite apparaissent essentiellement au niveau des jonctions Drain(Source)-substrat,
Drain(Source)-caisson et caisson-substrat.
Ils provoquent une augmentation de la puissance consommée par le circuit. Toutes les jonctions PN étant polarisée en inverse, le courant de fuite provient de porteurs minoritaires.

Comme conséquence aux courants de fuite, nous citerons un phénomène

fréquemment rencontré en technologie bulk/CMOS (Complémentary Métal Oxide

Silicon) appelé « latchup ». Celui-ci consiste au déclenchement indésirable d’un

thyristor PNPN présent dans une structure constituée de deux transistors MOS

complémentaires juxtaposés.
